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(54) 능동 매트릭스 유기전계발광표시장치

요약

능동 매트릭스 유기전계발광표시장치를 제공한다. 상기 상기 유기전계발광표시장치는 절연기판; 상기 절연기판 상에 위치

하는 소오스 영역, 드레인 영역 및 채널 영역을 갖는 활성층; 상기 채널 영역 상에 위치하는 게이트; 상기 활성층과 상기 게

이트를 포함한 기판 전면을 덮는 제 1 절연막; 상기 제 1 절연막 상에 위치하여 상기 소오스 영역 또는 상기 드레인 영역 중

어느 하나에 접함과 동시에 상기 제 1 절연막 상으로 연장되고, 적어도 한층의 전도성막 적층구조를 갖는 제 1 전극; 상기

제 1 절연막 상에 상기 제 1 전극과 서로 이격되게 위치하여 상기 소오스 영역 또는 드레인 영역 중 나머지 하나에 접하고,

상기 제 1 전극과 동일한 전도성막 적층구조를 갖는 제 2 전극; 상기 제 1 전극 상에 위치하고 적어도 유기발광층을 포함하

는 유기막; 및 상기 유기막 상에 위치하는 제 3 전극을 포함하며, 며, 상기 제 1 전극 및 상기 제 2 전극은 하부 전도성막과

상기 하부 전도성막 상에 위치하는 상부 전도성막을 포함하는 다층구조이다.

대표도

도 2b

색인어

능동 매트릭스 유기전계발광소자, 전극, 비아홀

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 능동 매트릭스 유기전계발광표시장치 및 그의 제조방법를 설명하기 위한 단면도이다.
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도 2a 및 2b는 본 발명의 실시예에 따른 능동 매트릭스 유기전계발광표시장치 및 그의 제조방법을 나타낸 단면도이다.

(도면의 주요 부위에 대한 부호의 설명)

300 : 절연기판 371 : 활성층

378 : 제 1 전극 377 : 제 2 전극

399 : 제 3 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계발광표시장치에 관한 것으로, 특히 능동 매트릭스 유기전계발광표시장치에 관한 것이다.

일반적으로 유기전계발광표시장치(organic electroluminescence display)는 형광성 유기화합물을 전기적으로 여기시켜

발광하게 하는 자발광형 표시장치로서, 매트릭스 형태로 배치된 N×M 개의 화소들을 구동하는 방식에 따라 수동 매트릭

스(passive matrix)방식과 능동 매트릭스(active matrix)방식으로 나뉘어지는데, 상기 능동 매트릭스 방식의 유기전계발

광표시장치는 상기 수동 매트릭스 방식에 비해 전력소모가 적어 대면적 구현에 적합하며 고해상도를 갖는 장점이 있다.

도 1은 종래의 능동 매트릭스 유기전계발광표시장치 및 그의 제조방법를 설명하기 위한 단면도이다.

도 1을 참조하면, 발광영역(a)과 비발광영역(b)을 갖는 절연기판(100) 상에 버퍼층(105)을 형성한다. 상기 비발광영역(b)

의 버퍼층(105)상에 소오스 영역(171a), 드레인 영역(170b) 및 채널 영역(171c)을 구비한 활성층(171)을 형성한다. 상기

활성층(171)을 포함한 기판 전면에 게이트 절연막(173)을 형성하고, 상기 게이트 절연막(173) 상에 상기 채널 영역(171c)

에 대응되는 게이트(175)를 형성한다. 상기 게이트(175)를 포함한 기판 전면에 상기 소오스 및 드레인 영역(170a, 171b)

을 각각 노출시키는 콘택홀들을 갖는 제 1 절연막(176)을 형성하고, 상기 제 1 절연막(176) 상에 상기 콘택홀들을 통해 상

기 소오스 영역(171a) 및 상기 드레인 영역(171b)에 각각 연결되는 소오스 전극(177) 및 드레인 전극(178)을 형성한다.

이로써, 상기 활성층(171), 상기 게이트(175), 상기 소오스 전극(177) 및 상기 드레인 전극(178)은 구동 박막트랜지스터

(170)를 형성한다. 이어서, 상기 소오스 및 드레인 전극(177, 178)을 포함하는 기판 전면에 제 2 절연막(180)을 형성하고,

상기 제 2 절연막(180)에 상기 드레인 전극(178)을 노출시키는 비아홀(183)을 형성한다. 상기 제 2 절연막(180) 상에 상

기 노출된 드레인 전극(178)에 연결되고, 상기 발광영역(a)에 위치하는 화소전극(191)을 형성한다. 이 때, 상기 화소전극

(191)은 상기 비아홀(183) 내에 굴곡을 갖는 형태로 형성된다. 이어서, 상기 비아홀(183) 내의 굴곡진 화소전극(191)을 덮

는 화소정의막(185)을 형성하되, 상기 비아홀(183)과 서로 이격된 위치에 상기 화소전극(191)을 노출시키는 개구부(P)를

갖도록 형성한다. 이어서, 상기 개구부(P)내에 노출된 화소전극(191)을 포함하는 기판 전면에 유기발광층(195)을 형성하

고, 상기 유기발광층(195) 상에 대향전극(opposite electrode; 199)을 형성한다. 상기 화소전극(191), 상기 유기발광층

(195) 및 상기 대향전극(199)은 유기전계발광다이오드(190)를 형성하고, 상기 유기전계발광다이오드(190)는 상기 비아

홀(183)을 통해 상기 구동 박막트랜지스터(170)에 연결됨으로써 상기 구동 박막트랜지스터(170)에 의해 구동된다. 이와

같이, 상기 비아홀(183) 내의 굴곡진 화소전극(191)을 덮는 화소정의막(185)을 형성함으로써, 상기 유기발광층(195)이

상기 비아홀(183) 내의 굴곡진 화소전극 상에 위치하는 것을 막아 상기 유기발광층(195)이 열화되는 불량을 막을 수 있다.

이와 같이 상기 구동 박막트랜지스터(170)와 상기 유기전계발광다이오드(190)를 상기 비아홀(183)을 통해 연결하는 것은

상기 화소정의막(185)의 형성을 필요로 하게 되는데, 이는 공정수가 증가될 뿐 아니라 필요한 마스크의 수가 많아 제품가

격이 상승되는 문제점이 있다.

또한, 상기 비아홀(183) 내에 굴곡진 화소전극(191)은 상기 유기전계발광표시장치의 구동과정에서 상기 각진 부분에 전계

가 집중되어 불량을 유발할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 상기 비아홀로 인해 발생하는

불량을 개선할 뿐 아니라, 제조에 있어 필요한 공정수 및 마스크 수가 감소된 유기전계발광표시장치를 제공하고자 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명은 유기전계발광표시장치를 제공한다. 상기 유기전계발광표시장치는 절연기판;

상기 절연기판 상에 위치하는 소오스 영역, 드레인 영역 및 채널 영역을 갖는 활성층; 상기 채널 영역 상에 위치하는 게이

트; 상기 활성층과 상기 게이트를 포함한 기판 전면을 덮는 제 1 절연막; 상기 제 1 절연막 상에 위치하여 상기 소오스 영역

또는 상기 드레인 영역 중 어느 하나에 접함과 동시에 상기 제 1 절연막 상으로 연장되고, 적어도 한층의 전도성막 적층구

조를 갖는 제 1 전극; 상기 제 1 절연막 상에 상기 제 1 전극과 서로 이격되게 위치하여 상기 소오스 영역 또는 드레인 영역

중 나머지 하나에 접하고, 상기 제 1 전극과 동일한 전도성막 적층구조를 갖는 제 2 전극; 상기 제 1 전극 상에 위치하고 적

어도 유기발광층을 포함하는 유기막; 및 상기 유기막 상에 위치하는 제 3 전극을 포함하며, 며, 상기 제 1 전극 및 상기 제

2 전극은 하부 전도성막과 상기 하부 전도성막 상에 위치하는 상부 전도성막을 포함하는 다층구조인 것을 특징으로 한다.

삭제

이 경우, 상기 하부 전도성막은 Ti로 이루어지고, 상기 상부 전도성막은 Al, Ni, Cr, AlNd, ITO 및 IZO로 이루어진 군에서

선택되는 하나로 이루어지는 것이 바람직하다.

한편, 상기 하부 전도성막은 Al, Ni, Cr 및 AlNd로 이루어진 군에서 선택되는 하나로 이루어지고, 상기 상부 전도성막은

Al, Ni, Cr, AlNd, ITO 및 IZO로 이루어진 군에서 선택되는 하나로서 상기 하부 전도성막과는 서로 다른 물질로 이루어질

수 있다. 이 경우, 상기 제 1 전극은 상기 하부 전도성막의 하부 또는 상기 하부 전도성막과 상기 상부 전도성막 사이에 위

치하는 Ti 막을 더욱 포함할 수 있다. 또는, 상기 제 1 전극은 상기 하부 전도성막의 하부에 위치하는 Ti 막과 상기 하부 전

도성막과 상기 상부 전도성막 사이에 개재된 다른 Ti 막을 더욱 포함할 수 있다.

상기 제 1 전극은 캐소드이고, 상기 제 3 전극은 애노드일 수 있다. 이와는 달리, 상기 제 1 전극은 애노드이고, 상기 제 3

전극은 캐소드일 수 있다.

상기 유기막은 전하주입층, 전하수송층 및 정공억제층으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상을 더욱 포함하는 것이 바

람직하다.

이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세

하게 설명한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명되어지는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다.

도 2a 및 2b는 본 발명의 실시예에 따른 능동 매트릭스 유기전계발광표시장치 및 그의 제조방법을 나타낸 단면도이다.

도 2a를 참조하면, 발광영역(a)과 비발광영역(b)을 갖는 절연기판(300) 상에 버퍼층(305)을 형성한다. 상기 버퍼층(305)

은 상기 기판(300)으로부터 유출되는 알칼리 이온과 같은 불순물로부터 후속하는 공정에서 형성되는 박막트랜지스터를

보호하기 위한 층으로, 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 실리콘 산화막/실리콘 질화막의 이중층으로 형성할 수 있다. 상

기 비발광영역(b)의 버퍼층(305)상에 소오스/드레인 영역들(371a, 371b) 및 상기 소오스/드레인 영역들(371a, 371b) 사

이에 개재된 채널 영역(371c)을 구비한 활성층(371)을 형성한다. 상기 활성층(371)은 비정질 실리콘 또는 다결정 실리콘

으로 형성할 수 있다. 상기 활성층(371)을 포함한 기판 전면에 게이트 절연막(373)을 형성하고, 상기 게이트 절연막(373)

상에 상기 채널 영역(371c)에 대응되는 게이트(375)를 형성한다. 상기 게이트(375)를 포함한 기판 전면에 제 1 절연막

(376)을 형성하고, 상기 제 1 절연막(376)에 상기 소오스/드레인 영역들(371a, 371b)을 각각 노출시키는 콘택홀들을 형

성한다. 상기 제 1 절연막(376)은 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 실리콘 산화막/실리콘 질화막의 이중층으로 형성할

수 있다.

이어서, 상기 콘택홀들이 형성된 제 1 절연막(376) 상에 적어도 한층의 전도성막을 미리 정해진 두께로 차례로 증착하고,

이를 하나의 마스크를 사용하여 패터닝함으로써 제 1 전극(378)과 제 2 전극(377)을 동시에 형성한다. 상기 증착은 진공

증착 또는 스퍼터링을 사용하여 실시할 수 있다. 이로써, 상기 제 1 전극(378)은 상기 소오스/드레인 영역들(371a, 371b)

중 어느 하나와 상기 콘택홀을 통해 연결되고, 상기 발광영역(a)의 제 1 절연막(376) 상으로 연장된 적어도 한층의 전도성

막 적층구조를 갖는다. 또한 상기 제 2 전극(377)은 상기 소오스/드레인 영역들(371a, 371b) 중 나머지 하나에 연결되고

상기 제 1 전극(378)과 동일한 전도성막 적층구조를 갖는다. 이로써, 상기 활성층(371), 상기 게이트(375), 상기 제 1 전극
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(378) 및 상기 제 2 전극(377)은 구동 박막트랜지스터(370)를 형성한다. 또한, 상기 제 1 전극(378)은 상기 구동 박막트랜

지스터(370)의 소오스 전극 또는 드레인 전극임과 동시에 후속하는 공정에서 형성되는 유기전계발광다이오드의 애노드

또는 캐소드이다.

상기 제 1 전극(378)과 상기 제 2 전극(377)을 단일층의 전도성막으로 형성할 수 있는데 이 경우, 상기 제 1 전극(378)은

상기 활성층(371)에 대해 낮은 접촉저항을 갖고, 또한 후속하는 공정에서 형성되는 유기막에 대해 애노드 또는 캐소드로

서 적절한 일함수를 갖는 전도성막으로 형성하는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는 상기 Al, Ni, Cr, AlNd, ITO 또는

IZO로 이루어진 군에서 선택되는 하나로 형성한다.

이와는 달리, 상기 제 1 전극(378)과 상기 제 2 전극(377)은 하부 전도성막(378b)과 상기 하부 전도성막(378b) 상에 위치

하는 상부 전도성막(378d)을 구비하는 다층구조로 형성할 수 있다. 이 경우, 상기 하부 전도성막(378b)은 상기 활성층

(371)에 접하므로 상기 활성층(371)에 대해 접촉저항이 낮은 물질로 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 상부 전도성막

(378d)은 상기 제 1 전극(378)이 후속하는 공정에서 형성되는 유기막에 대해 애노드 또는 캐소드로서 상기 유기막으로의

전하의 주입을 용이하게 할 수 있도록 적절한 일함수를 갖는 물질으로 형성하는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는 상기

하부 전도성막(378b)은 Ti 막으로 형성하고, 상기 상부 전도성막(378d)은 Al, Ni, Cr, AlNd, ITO 및 IZO로 이루어진 군에

서 선택되는 하나의 막으로 형성한다. 상기 Ti 막은 단단한 막질로 상기 제 1 전극(378)과 상기 제 2 전극(377)의 경도를

높일 수 있을 뿐 아니라, 상기 활성층을 이루는 실리콘과 반응하여 실리사이드를 형성함으로써 상기 접촉저항을 낮출 수

있다. 또한, 상기 상부 전도성막(378d)을 Al으로 형성하는 경우, 상기 Ti 막은 고온에서의 Al의 확산을 방지할 수 있는 역

할을 할 수 있다.

한편, 상기 하부 전도성막(378b)은 Al, Ni, Cr 및 AlNd로 이루어진 군에서 선택되는 하나로 형성하고, 상기 상부 전도성막

(378d)은 Al, Ni, Cr, AlNd, ITO 및 IZO로 이루어진 군에서 선택되는 하나로 형성할 수 있다. 이 경우, 상기 하부 전도성막

(378b)을 형성하기 전에 Ti 막(378a)을 더욱 형성할 수 있다. 상기 Ti 막은 상술한 바와 같이 단단한 막질로 상기 제 1 전

극(378)과 상기 제 2 전극(377)의 경도를 높일 수 있을 뿐 아니라, 상기 활성층(371)을 이루는 실리콘과 반응하여 실리사

이드를 형성함으로써 상기 접촉저항을 낮출 수 있다. 또한, 상기 하부 전도성막(378b)을 Al으로 형성하는 경우, 상기 Ti 막

은 고온에서의 Al의 확산을 방지할 수 있는 역할을 할 수 있다. 이와는 달리, 상기 하부 전도성막(378b)을 형성한 후 Ti 막

(378c)을 형성하고, 상기 Ti 막(378c) 상에 상기 상부 전도성막(378d)을 형성할 수 있다. 이 경우 상기 Ti 막(378c)은 과

상기 제 1 전극(378)과 상기 제 2 전극(377)의 경도를 높이는 역할을 한다. 또한, 상기 하부 전도성막(378b)을 형성하기

전에 Ti 막(378a)을 형성하고, 상기 하부 전도성막(378b)을 형성한 후 Ti 막(378c)을 형성할 수도 있다.

도 2b를 참조하면, 상기 제 1 전극(378) 및 상기 제 2 전극(377)을 갖는 기판 전면에 제 2 절연막(385)을 형성한다. 상기

제 2 절연막(385)은 유기막인 BCB(benzocyclobutene) 또는 통상의 포토레지스트인 감광형 절연막으로 형성하거나, 무

기막인 실리콘 질화막, 실리콘 산화막 또는 실리콘 질화막/실리콘 산화막의 이중층으로 형성할 수 있다. 상기 감광형 절연

막은 폴리이미드계, 아크릴 수지계 또는 페놀 수지계일 수 있다. 이어서, 상기 제 2 절연막(385) 내에 상기 발광영역(a)의

제 1 전극(378)을 노출시키는 개구부(Q)를 형성하고, 상기 개구부(Q) 내에 노출된 제 1 전극(378) 상에 유기막(395)을 형

성한다. 상기 유기막(395)은 적어도 발광층을 포함한다. 바람직하게는 상기 유기막(395)은 전하주입층, 전하수송층 및 정

공억제층으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상을 더욱 포함할 수 있다. 이어서, 상기 유기막(395) 상에 제 3 전극

(399)을 형성한다. 상기 제 1 전극(378)이 애노드 인 경우 상기 제 3 전극(399)은 캐소드이고, 상기 제 1 전극(378)이 캐

소드 인 경우 상기 제 3 전극(399)은 애노드 이다. 이로써, 상기 제 1 전극(378), 상기 유기발광층(395) 및 상기 제 3 전극

(399)은 상기 구동 박막트랜지스터(370)에 의해 구동되는 유기전계발광다이오드(390)를 형성한다.

이와 같이 상기 제 1 전극(378)을 상기 구동 박막트랜지스터의 소오스 전극 또는 드레인 전극임과 동시에 상기 유기전계발

광다이오드의 애노드 또는 캐소드로 형성함으로써, 종래기술과는 달리 비아홀 및 화소정의막을 형성하지 않을 수 있다. 따

라서, 유기전계발광표시장치의 제조에 있어 필요한 공정수 및 마스크 수가 감소될 뿐 아니라, 상기 비아홀로 인해 발생하

는 불량을 제거할 수 있다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 구동 박막트랜지스터의 소오스 또는 드레인 전극과 유기전계발광다이오드의 애노드

또는 캐소드를 같은 층으로 형성함으로써, 비아홀 및 화소정의막의 형성공정을 생략할 수 있다. 결과적으로 유기전계발광

표시장치의 제조에 있어 필요한 공정수 및 마스크 수가 감소될 뿐 아니라, 상기 비아홀로 인해 발생하는 불량을 제거할 수

있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

기판;

상기 기판 상에 위치하는 소오스 영역, 드레인 영역 및 채널 영역을 갖는 활성층;

상기 채널 영역 상에 위치하는 게이트;

상기 활성층과 상기 게이트를 포함한 기판 전면을 덮는 제 1 절연막;

상기 제 1 절연막 상에 위치하여 상기 소오스 영역 또는 상기 드레인 영역 중 어느 하나에 접함과 동시에 상기 제 1 절연막

상으로 연장되고, 적어도 한층의 전도성막 적층구조를 갖는 제 1 전극;

상기 제 1 절연막 상에 상기 제 1 전극과 서로 이격되게 위치하여 상기 소오스 영역 또는 드레인 영역 중 나머지 하나에 접

하고, 상기 제 1 전극과 동일한 전도성막 적층구조를 갖는 제 2 전극;

상기 제 1 전극 상에 위치하고 적어도 유기발광층을 포함하는 유기막; 및

상기 유기막 상에 위치하는 제 3 전극을 포함하며, 상기 제 1 전극 및 상기 제 2 전극은 하부 전도성막과 상기 하부 전도성

막 상에 위치하는 상부 전도성막을 포함하는 다층구조인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 2.
삭제

청구항 3.
삭제

청구항 4.
삭제

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 하부 전도성막은 Ti로 이루어지고,

상기 상부 전도성막은 Al, Ni, Cr, AlNd, ITO 및 IZO로 이루어진 군에서 선택되는 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 유

기전계발광표시장치.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 하부 전도성막은 Al, Ni, Cr 및 AlNd로 이루어진 군에서 선택되는 하나로 이루어지고,

상기 상부 전도성막은 Al, Ni, Cr, AlNd, ITO 및 IZO로 이루어진 군에서 선택되는 하나로서 상기 하부 전도성막과는 서로

다른 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
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청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 제 1 전극 및 상기 제 2 전극은 상기 하부 전도성막의 하부 또는 상기 하부 전도성막과 상기 상부 전도성막 사이에 위

치하는 Ti 막을 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 8.

제 6 항에 있어서,

상기 제 1 전극 및 상기 제 2 전극은 상기 하부 전도성막의 하부에 위치하는 Ti 막과 상기 하부 전도성막과 상기 상부 전도

성막 사이에 개재된 다른 Ti 막을 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 9.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 전극은 캐소드이고, 상기 제 3 전극은 애노드인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 10.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 전극은 애노드이고, 상기 제 3 전극은 캐소드인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 11.

제 1 항에 있어서,

상기 유기막은 전하주입층, 전하수송층 및 정공억제층으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상을 포함하는 것을 특징으

로 하는 유기전계발광표시장치.

도면
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도면1

도면2a

도면2b
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摘要(译)

提供一种有源矩阵有机电致发光显示装置。有机发光显示装置包括绝缘
基板;一种有源层，具有位于绝缘基板上的源区，漏区和沟道区;位于沟道
区域的栅极;第一绝缘层，覆盖包括有源层和栅极的基板的整个表面;第一
电极，位于第一绝缘膜上并在第一绝缘膜上延伸，与源极区和漏极区之
一接触，并具有至少一个导电膜层叠结构;第二电极，位于第一绝缘膜
上，与第一电极间隔开，与源区和漏区中的另一个接触，并具有与第一
电极相同的导电膜堆叠结构;有机层，设置在第一电极上并至少包括有机
发光层;并且第三电极位于有机层上，其中第一电极和第二电极是多层结
构，包括下导电膜和设置在下导电膜上的上导电膜。 图2b 指数方面 有
源矩阵有机电致发光器件，电极，通孔

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f1a4e7e5-6ba3-436c-83fa-8a35f5bc3eb5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034309447/publication/KR100543005B1?q=KR100543005B1

